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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest stop srebra stosowany do wytwarzania stykéw elektrycznych,
przetacznikéw, przekaznikdéw oraz kabli dla elektrotechniki i elektroniki.

Z opisu patentowego CN 1073292 znany jest stop srebra na styki elektryczne zawierajacy do-
datek przynajmniej jednego pierwiastka z grupy Sm, Yb, Eu, Tm, Ho, Dy i Er oraz przynajmniej jedne-
go pierwiastka z grupy Fe, Co, Ni, W, V, Cr, Zr, B, C i Si, oraz przynajmniej jednego pierwiastka z gru-
py Sn, Al, Cu, Zn, Ga, Ge, In, Mn, Bi i Mg. Poza tym przynajmniej jeden z grupy pierwiastkéw La, Ca,
Y, Gd, Pr, Nd i Lu moze by¢ dodany.

Wadami tego rozwigzania sg problemy przy witasciwym wprowadzaniu dodatkéw do srebra.
W opisie nie wskazano jaka technika wytwarzania tych stopéw jest najlepsza. Nie podano taz procen-
towego udziatu sktadnikow.

Z opisu patentowego JP 1075638 znany jest stop srebra na materiaty nadprzewodzace sktada-
jacy sie z 5-30% wagowych jednego lub wiecej metalu z grupy A (Y, La, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho,
Eri Yb), grupy B (Ba, Sr, Ca) oraz Cu a takze reszty Ag. Udziat atomowy sktadnikéw A : B : Cu wynosi
1:2: 3. Stop ten jest utleniany wewnetrznie w stanie statym.

Proces wytwarzania jest wieloetapowy i skomplikowany, co wptywa niekorzystnie na koszt kon-
cowy wyrobow.

Z opisu patentowego US 5808213 znany jest stop srebra na styki elektryczne zawierajacy 4,6
-15% wagowych Fe oraz 0,5-5% wagowych przynajmniej jednego z tlenkéw: magnezu, wapnia, itru,
lantanu, ceru, chromu, zelaza, aluminium, indu, krzemu lub cyny.

Wadami tego rozwigzania jest dos¢ duzy udziat dodatkéw stopowych niekorzystnie wptywajacy
na przewodnosc¢ elektryczng stopu oraz komplikacje zwigzane z trudnosciami przy wprowadzaniu do
stopu materiatéw tlenkowych.

Z opisu patentowego JP 8222061 znany jest stop srebra na styki elektryczne zawierajgcy doda-
tek 7-20% wagowych tlenku lantanu, otrzymywany metodami metalurgii proszkow.

Wadami tego rozwigzania jest dos¢ duzy udziat dodatku stopowego niekorzystnie wptywajacy
na przewodnosé¢ elektryczng stopu oraz komplikacje zwigzane z trudnosciami przy wprowadzaniu
i rownomiernym roztozeniu w osnowie materiatow tlenkowych.

Niedogodnosci znanych stopdw srebra eliminuje rozwigzanie wedtug wynalazku.

Stop wedtug wynalazku zawiera wagowo 0,1-5% La oraz B o udziale wagowym obliczanym
wedtug zaleznosci % B = (10 — zawarto$¢ % La) x 0,002, reszte stanowi Ag.

Korzystnie, stop zawiera dodatkowo P, przy czym tgczna wagowa zawartosé P i B wynosi nie
wiecej niz 0,02%.

Zaletg nowego stopu jest wyjatkowo prosty proces otrzymywania stopu, polegajacy na topieniu
czystego srebra w piecu indukcyjnym otwartym, dodawaniu do kgpieli La w postaci metalicznej oraz B
i P w formie zaprawy Ag-B i Ag-P. Stop moze by¢ poddawany dalszej przerébce plastycznej na drodze
wyciskania na prasie z oscylacyjnie skrecajgca matrycg, co powoduje, ze otrzymany w ten sposéb
materiat charakteryzuje sie wysoka przewodnoscig elektryczng, podwyzszonymi wlasnosciami me-
chanicznymi, stabilnymi réwniez w podwyzszonej temperaturze, dobrg odpornoscig nha matowienie
powierzchni oraz niskg rezystancjg stykowa.

Wynalazek zostat objasniony w ponizszych przyktadach.

Przyktad 1

Stop srebra zawiera wagowo: 0,5% La, 0,019% B (190 ppm), reszte stanowi Ag.

Stop ten charakteryzuje sie bardzo wysokg przewodnoscig elektryczng, wynoszacg okoto
60 MS/m, i odpornoscig na matowienie powierzchni (wkasnosciami poréwnywalnymi do czystego sre-
bra). Jego wtasnosci mechaniczne sg na poziomie wtasnosci czystego srebra po duzym odksztatceniu
plastycznym na zimno (Ry, okoto 300 MPa) jakkolwiek w przeciwienstwie do czystego srebra nie ulega
on samoistnemu zdrowieniu na powietrzu, a wkasnosci mechaniczne pozostajg stabilne takze w pod-
wyzszonej temperaturze (do okoto 300°C).

Przyktad 2

Stop srebra zawiera wagowo: 1,5% La, 0,017% B (170 ppm) oraz 0,003% P (30 ppm), reszte
stanowi Ag.

Stop ten charakteryzuje sie wysoka przewodnoscig elektryczng (okoto 55 MS/m) i odpornoscig
na matowienie powierzchni. Jego wiasnosci mechaniczne sg polepszone (Rq, okoto 350 MPa) i sta-
bilne takze w podwyzszonej temperaturze (do okoto 300°C).
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Zastrzezenia patentowe

1. Stop srebra zawierajacy La oraz B, znamienny tym, ze zawartos¢ La wynosi 0,1-5% wago-
wych natomiast wagowa zawarto$¢ B wynosi (10 - zawartos¢% La) x 0,002, reszte stanowi Ag.

2. Stop wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze zawiera dodatkowo P, przy czym fgczna zawar-
tos¢ P i B wynosi wagowo nie wiecej hiz 0,02%.
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